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Revisao do transistor
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* Modelo “pi” do transistor
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* Problemas:
— Nao leva em consideracao efeitos frequéncia
— Perdas “térmicas” excessivas na polarizacao

— Casamento de impedancia (so resistiva)
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* Modelo TBJ em RF:

Eo

* Maiores detalhamentos (pouco usual):

1

Modelo em RF

Principais parametros:
f+= frequéncia de transi¢ao

ou “produto do ganho por
largura de banda”.
Frequéncia na qual o
transistor (em emissor
comum) tem ganho de 0dB
NF = “figura de ruido”
indicando quanto de ruido o
transistor insere no sinal
hfe=ganho do transistor em
baixas frequéncias (<1kHz)



UFU

Cir. Eletronica Aplica.

Capitulo:
Modelagem de
componentes para RF

Modelo parametros Y

Modelo de parametros Y:
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1) Inserir um capacitor de curto grande para
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e Lembrando um pouco linhas de transmissao:
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S11 =the input reflection coefficient,

S12 =the reverse transmission coefficient,
S21 = the forward transmission coefficient,
S22 = the output reflection coefficient.
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it * Existe a possibilidade de conversao entre os
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